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前言

　　众所周知，半导体硅材料是推动人类社会进入信息化时代的关键材料。
然而，在晶体管和集成电路发展的初期阶段，锗是至关重要的半导体材料。
正如本书封面显示的那样，世界上第一只点接触三极管的诞生采用的就是锗衬底材料。
20世纪60年代，随着硅技术的不断发展，锗作为微电子工业主要材料的地位逐步被替代。
近来，锗及锗基半导体材料在微纳电子器件发展中又重新得到了半导体工业界的重视。
　　本书作者Cor Claeys博士和Eddy Simoen博士是世界知名的半导体材料和器件专家，均任职于国际
著名的微电子研究机构IME，他们在书中系统总结了锗材料与工艺技术的最新进展和锗器件及其在光
电子学、探测器与太阳能电池等领域的研究成果。
我和Cor Claeys博士多次在国际会议上交流，他十分支持本书的翻译工作，并欣然在书的扉页上题词；
在征得出版机构同意后，特邀邓志杰、朱悟新、米绪军、余怀之、黎建明、张峰赕、肖清华等人一起
将该书译成中文，以飨读者。
　　全书涵盖了锗晶体生长、缺陷控制、杂质影响、加工工艺、锗器件及器件模拟，以及锗在红外与
其他领域的应用等内容，并展望了未来锗材料和器件的发展前景。
其内容广泛，数据详实，可作为高等院校、科研院所和相关单位中从事半导体器件与材料物理学习和
研究人员的参考用书。
　　在翻译出版本书的过程中，得到了冶金工业出版社和：Elseviel出版社的大力合作；北京有色金属
研究总院黄倬同志、肖芳同志参加了部分组织工作，在此一并表示衷心感谢！
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内容概要

　　《半导体锗材料与器件》是全面深入探讨这一技术领域的首部著作，其内容涵盖了半导体锗技术
研究的最新进展，阐述了锗材料科学、器件物理和加工工艺的基本原理。
作者系来自科学界及工业界从事该领域前沿研究的国际知名专家。
　　《半导体锗材料与器件》还介绍了锗在光电子学、探测器以及太阳能电池领域的工业应用。
它对从事半导体器件与材料物理研究的科技人员、高等院校材料专业的师生以及工业和研究领域的工
程师们而言，是一部必不可少的参考书，无论是专家还是初学者都将从《半导体锗材料与器件》中受
益。
锗是研发晶体管技术的基础性半导体材料，近年来，由于其在微纳电子学领域的潜在优势，半导体锗
材料又重新受到人们的关注。
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章节摘录

　　本章讨论锗中辐照和粒子损伤、产生的缺陷以及缺陷损伤的退火消除以避免其对材料和器件性能
的影响，重点放在能够沉积足够能量并影响锗晶体晶格点阵移位的辐照上。
在这种最简单的情况下，锗原子连续从替位位置迁移到间隙位置，从而留下空位。
换句话说产生一个弗仑克尔对。
空位和间隙原子在室温下都有足够的动能在晶格中移动以及和其他的相发生反应，从而导致缺陷和缺
陷复合体的产生。
高能电子、Y射线和任一原子的中子和高能离子都可能发生这种迁移和反应。
特别是后者的机制与半导体技术相关，非常重要，因为它是离子注入技术制造器件的基础。
　　本章的结构是这样的：首先是半导体中辐照损伤和注入的一般性问题，紧接着转向介绍与锗有关
的具体内容。
在第一部分（7.2 节）中，对形成弗仑克尔对缺陷的射线和电子辐照与产生原子簇缺陷的仅粒子、中子
和离子注入辐照进行了对比。
　　第二部分（7.3 节）回顾并分类讲述了锗中的缺陷及缺陷间的反应，在本节的部分讨论中进行了si
与siGe的对比。
　　最后一部分（7.4 节）讨论了辐照损伤对锗材料和锗器件的影响，再次关注了产生原子移位的损伤
的影响，同时考虑了器件的电离辐照，进行这种辐照时器件吸收能量，产生电离现象，从而生成一个
空穴.电子对，而不是替位原子。
　　在后一种情况，我们需要区分瞬间离子化与时间较长的离子化效果的不同。
瞬间离子化时，空穴和电子会迁移，一旦在器件的有源区发生瞬间离子化，器件就可能产生错误信号
或噪声。
而在绝缘体中，如M0s器件上的氧化物门，产生的电子和空穴不能像半导体中的那样自由迁移，出现
这种情况的区域，性能上可能发生永久性的改变。
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编辑推荐

　　《半导体锗材料与器件》作者Cor Claeys博士和Eddy Simoen博士是世界知名的半导体材料和器件
专家，均任职于国际著名的微电子研究机构IMEC，他们在书中系统总结了锗材料与工艺技术的最新
进展和锗器件及其在光电子学、探测器与太阳能电池等领域的研究成果。
　　全书涵盖了锗晶体生长、缺陷控制、杂质影响、加工工艺、锗器件及器件模拟，以及锗在红外与
其他领域的应用等内容，并展望了未来锗材料和器件的发展前景。
其内容广泛，数据详实，可作为高等院校、科研院所和相关单位中从事半导体器件与材料物理学习和
研究人员的参考用书。
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